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1. 背景 

近年，グラフェンや遷移金属ダイカルコゲナイド(Transitional Metal Dichalcogenide : TMD)の
ような 2次元材料を用いた，次世代高性能電子デバイス開発に向けて盛んに研究が行われている。
TMDはバンドギャップを持つため，ゼロギャップ半導体であるグラフェンと比較して，素子への応用

が容易である[1]。本研究では，単層の場合，約 1.8 eVのバンドギャップを持つ直接遷移型半導体
である二硫化モリブデン(MoS2)に着目した。一般的にMoS2等の TMDを作製する手法として，化
学気相成長(CVD)法や分子線エピタキシー(MBE)法が用いられる[2,3]。これらの手法は成膜時に
750℃以上の高温や真空状態を維持する必要があり，エネルギー消費が大きく，非常に環境負荷の
高い手法であるといえる。そこで本研究室では環境負荷低減のため，低温かつ大気圧下での作製を
目指している。 

2. 低温・大気圧下薄膜作製技術「ミスト CVD」 
先行研究として，ミストアニール(MA)という手法を用いてMoS2の作製を行った[4]。これは，スパッ

タリング法により基板にモリブデン(Mo)薄膜を成膜し，その後，霧状硫黄(S)前駆体溶液中で熱処理
を行う手法である。MAでは，真空プロセスを経るため，本質的な環境負荷低減を達成しているとは
言い難い。そこで本研究では，ミスト CVDを用いて基板上へ直接，MoS2を成膜することを試みた。
ミスト CVD とは，高純度汎用試薬を溶解した溶液を超音波振動によって霧化し，霧状にした原料溶

液で満たした反応炉内で熱分解によって成膜する手法である[5]。これまでに，ミスト CVDにより高
品質な金属酸化物薄膜作製に成功したという報告が多数されており，MoS2においてもモリブデン
(Mo)前駆体，硫黄(S)前駆体を同時に供給することにより，高品質な薄膜を得ることが期待できる。 

3. 結果 

モリブデン(Mo)前駆体に 7モリブデン酸 6アンモニウム四水和物((NH4)67Mo・4H2O)，硫黄(S)

前駆体にチオウレア(CH4N2S)を用いた。実験条件を Table1に示す。作製したサンプルはラマン分

光法，SEM-EDS，AFM等を用いて分析を行った。ラマン分光法による結果を Fig.1に示す。今回
用いたラマン分光装置の励起レーザーの波長は 532 nm(2.33 eV)である。Fig.1 より 380 cm-1，
410 cm-1にピークが確認できる。MoS2のラマンピークはバルクの場合，383.0 cm-1(𝐸2𝑔

1 )，407.8 

cm-1(𝐴1𝑔)の 2つの振動状態にピークが確認されると報告があり[6]，ミスト CVDによってMoS2が直
接，基板に成膜されていることを示唆する結果となった。当日は実
験条件や測定結果に関して詳細に報告する。 
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